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(57) Спосіб вимірювання вологопроникності мате-
ріалу, що включає визначення діелектричних вла-
стивостей першого шару вологочутливого матері-
алу, який відрізняється тим, що додатково 
наносять другий шар досліджуваного вологочут-
ливого матеріалу, з обох сторін якого знаходяться 
електроди у вигляді сіток, і по зміні діелектричних 
властивостей першого шару судять про вологоп-
роникність досліджуваного матеріалу. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до галузі вимірю-
вальної техніки і призначена для вимірювання та 
контролю рівня вологопроникності матеріалу в 
електроніці, метеорології, екології, технологічних 
циклів хімічної промисловості. 

Відомий спосіб вимірювання вологопроникнос-
ті матеріалу, який полягає в тому, що визначають 
діелектричні властивості першого шару вологочут-
ливого матеріалу [Микроэлектронные датчики для 
контроля влажности / С.А. Крутоверцев, А.Е. Та-
расова, С.И. Сорокин, А.В. Зорин // Электронная 
промышленность, - 1991, №5, с.31.]. 

Молекули води вільно проникають через пори 
в верхньому електроді, який виготовлений з тонко-
го вологопроникного шару золота, і абсорбуються 
шаром вологочутливого матеріалу, що змінює його 
діелектричні властивості. Це викликає зміну ємно-
сті утвореного двома електродами і шаром воло-
гочутливого матеріалу конденсатора пропорційно 
до кількості абсорбованої вологи, яка, в свою чер-
гу, пропорційна вологості середовища. 

Однак відомий спосіб має низьку температур-
ну стійкість, невелику часову стабільність характе-
ристик, погану відтворюваність результатів вимі-
рювань. До того ж шар вологочутливого матеріалу 
піддається ефекту сорбційного гістерезису, що 
впливає на точність вимірювань. 

В основу корисної моделі поставлено завдан-
ня створити спосіб вимірювання вологопроникнос-
ті матеріалу, який би дозволив проводити вимірю-
вання проникнення вологи та іншого типу рідин 
через заданий матеріал шляхом зміни його діелек-
тричних властивостей. 

Поставлене завдання досягається тим, що в 

способі вимірювання вологопроникності матеріалу 
шляхом визначення діелектричних властивостей 
першого шару вологочутливого матеріалу, згідно 
корисної моделі, додатково наносять другий шар 
досліджуваного вологочутливого матеріалу, з обох 
сторін якого містяться електроди у вигляді сіток і 
по зміні діелектричних властивостей першого ша-
ру судять про вологопроникність досліджуваного 
матеріалу. 

Нове конструктивно-технологічне рішення 
способу, а саме, використання двох вологочутли-
вих шарів і трьох паралельних електродів розта-
шованих паралельно один одному як електроди 
конденсатора та паралельної схеми ввімкнення 
дає можливість вимірювати ступінь проникнення 
рідин через другий шар досліджуваного вологочу-
тливого шару за рахунок зміни діелектричної про-
никності першого, що пропорційно зростанню єм-
ності, а використання паралельної схеми 
ввімкнення дозволяє оцінити граничну межу та час 
проходження рідин через перший вологочутливий 
шар. 

На Фіг.1 зображено загальне конструктивне 
рішення способу визначення вологопроникності 
матеріалу, на Фіг.2 - електроди у вигляді сітки, де 
1 - перший шар вологочутливого матеріалу, 2 - 
другий шар досліджуваного вологочутливого ма-
теріалу, 3 - діелектрична підкладка; 4, 5, 6 - елект-
роди. 

На діелектричній підкладці 3 розташований 
перший шар вологочутливого матеріалу 1, з обох 
сторін якого електроди 4 і 5, зверху вологочутли-
вого матеріалу 1 наносять другий шар досліджу-
ваного вологочутливого матеріалу 2, з обох сторін 
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якого електроди 5 та 6. Електроди 5, 6, між якими 
розташований другий шар досліджуваного волого-
чутливого матеріалу 2 утворюють конденсатор з 
певною вихідною ємністю С1. Електроди 4 і 5, між 
якими розташований перший шар вологочутливого 
матеріалу 1, утворюють конденсатор з певною 
вихідною ємністю С2. 

При відсутності вологи в середовищі контакт 
між електродами 5-6 і 4-5 відсутній і ємності С1 та 
С2 залишаються незмінними. При наявності в се-
редовищі вологи молекули води, чи інших рідин 
проникають у другий шар досліджуваного волого-
чутливого матеріалу 2. По мірі проникнення вологи 
через сітку електрода 6 буде змінюватися ємність 
С1 та початкова ємність С2 першого вологочутли-
вого шару матеріалу 1. В залежності від кількості 
поглинутої вологи, яка пропорційна вологості се-
редовища, змінюється об'єм, що поглинув вологу. 

На початку процесу вимірювання вологості ві-
дбувається зміна площі поверхні другого шару 
досліджуваного вологочутливого матеріалу 2, тоб-
то збільшується площа електродів 5 та 6. Зміна 
площі електродів 5, 6 конденсатора приводить до 

зміни його ємності, величина якої показує воло-
гість середовища. 

При повному проникненні вологи в перший 
шар вологочутливого матеріалу 1 волога прохо-
дить до нижнього електроду 4. В цьому випадку 
ємність утвореного конденсатора С2 вже не буде 
змінюватися внаслідок абсорбції молекул води 
першим шаром вологочутливого матеріалу 1. 

Закон зміни ємності відносно вологості має ви-
гляд: 

d

S0885.0
C , де 

 - діелектрична стала; 

S  - залежність площі обкладинок конденса-

тора від вологості, 

d  - залежність товщини вологочутливого 

шару від вологості; 
Запропонований спосіб дозволяє вимірювати 

як рівень вологості, так і проникливість рідин через 
задані матеріали. 
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